10-2009-0075317

5

=

=

H

e
=)

10-2009-0075317
20091307408

(11) Iz
(43) FMLA

(71)

53174 (KR)
551 (A)

=
=

-

]

E

zﬂn:r
=

i

7

Bl
3L
o

)
)

G o

T T TR T
ﬁ ﬁ =BT

1r]
0T o Rl -
o o ( El .ZOU,HI‘HI
o o Mo i

THo THo X _ﬂ
ol ol ﬂmﬂéAw$
ey B g
W plat x o
- RE <
o af 7 B
; T ol

e

—

nE) =
Ho 5

A
B3 A2 261 (

EN

o o
Ay of
N E
L T N
TR o oy K o
Tszou:mz_.ﬂézT7

o T ar o @ Ro

~
N
o~
~

OLl

%

e

AME, AZE, oA
]_
o

=
=

=
7
=
7

(M)ﬂﬂﬂ

T Bole
L
8
7}
;_—1

3
3
A
2

d
v

170

0

10-2008-0001133
2008'301€04¢
20081301€04¢

No

Cl.
HOIL 33/00 (2006.01)

(51)
(21) -
(22)

W
]

=

3794
n

1o

Int.

ghzrl 3l HAH S S8 AAYAR
&
3

.d

4

A}

?_
(57) 2 °F

i}

]i]?l__
¥F 2 7

Zo
=
=
Al

=4
%
=
=

A
(54)

iy T W B T



10-2009-0075317

[}

=

=

JH

e
=)

1

58379 B9
379

=

Ao

71 ol AEZHLE 20 A 200me] B2

AT™ 2
37E 3

oF

7

-

Inm WA 400nm

o]ot

AT 4

, e, HEbE, g9, YA,

o)

Wy thol

L

HA=

o]

Ao, Hs AA

§l_

13

U
gul

o ¥

ekl

i

k),

grgol A el
7l & & oF
Hl 4 7] &

g Al A

<1l>

Bl

"

N

N
o)

Ho

To°
N
of

o)
mJ
N

<2>

129,

24,

"o, ey

Q

Al el .
IEEE electron device,

«

L

L

F AR &l Aol

Jo] 43
o)A 247 7w

A
“Japanese patent H11-040848, (1999)” oA+ p—n

w
=

2

o

<3>

vie)

(2004)” oAM= 7]

v s

R IGEEEET S

ifsg—(g

>3

F= W59 (back to back) &7} &3} o] AL&EI .
tlo]l o =7}

aho] thol

[<)

<4>



$o=A
bl ot

°

1=
=

B
L

10-2009-0075317

K
EHE P A A

°

e

5

=

=

s}

=

H

e

PR A

2]
=S

F vele

78 Tele=g 4

HA 9=

o

] 3)

8

s}

=

Fiah w thol

°©

B!

3 Fx9) ol

Al

e}

=3
b
x|

7)1 AA] AHe] A A-8F (wire bonding)©] L7%H+= HARE]

71
71

<5>
<6>

=K
el

Ho

e

=z

sk o] A M-8 (wire bonding)o] SFHEE

=1
=

(back contact)

ATt

Az Aol A

tho] ¢ =i

7 ol A aL,

<7>

AAo] wAHT,

Fol A71AY, A4

3
&

tele o] A

G

—

X

A

-

.

SF

)

FZA}

o}

72
7] S ETE

o/

gige] U§

<8>
<9>

.50

Nro
7K
nr
50

o)

)

—
o

TR
23]

Bl

<10>

T St

s}k
=

20um WA 200pme] HY =

oS
=

s

Ho

um,o

A=

=
-

TAE el UE

Inm WA 400nme]

A

O/

[ 54

KR
=

_.’2]

=

o=
1 0
=

il

2
w59 ]

A A

<11>
<12>
<13>
<14>
<15>

(120),

.50
i

-

=

gl

™

0

‘.._&.o

(110)7ol =28 o2

ojutolo] 27} €17}5]

= 71
ul

T Hele=

(150), <&=(160)

i3

1o =A]

<16>

1}

Absholo] 714,

o

L.

(110)

N

vz
gt

L

71 7]

)

=

=

o
[e]

(140),

=

3

(130), *+
(110) 9

i

vz
qud

=

o

ul—%}‘ /Kg
HA, 7l

<17>

oS
=

(120)

.50
i
KA

-

=

gl

)

1_.
0
0

il

3

. xO

o, 713¥(110)9]

)
S

+

o

;OU
23]

2 e bR g

&

3]

g 7]
5nm WA 200nm F7o] A=

A)
=

ol
)

0

o
ok
[si3
=
o
=

Rl

=y

FAY, % SFAEE (Multi-Quantum Barrier, MQB)
[e]

[e)
=

L.

(140)

=
[e)

(130)2] A

=

33

s}
=
o

%
Fof 5nm U4 200me] A HEIR A

ato] EfolEHE(Ti)/ Y714 (AD)

[e)

A=

=y
-

°©

B4
(120) 9] AR7A A2 27}

(150)

o]

!
400nm WA 700nme]
%

o]

Q.

o]
H
©

s
a

=
xE

ok

=7

RO,
(130) Aol p-GaNg o]

P
-

=

o

249 (Multi-Quantum Well, MQW) -

<18>
<19>

o Y

-

,AO

(140)9] 2

==
[e}

Kol
=

—_L
=

stol %

M2

2}z 10~50nm/50~100nme] 77|



(170)

10-2009-0075317

5

=

=

H

e
[=)

sto] &=(160)

[<)

9=

H
=

o] 7]3(110)¢] HjHl

=
g

AN/ F(Aw)S Z+2F 10~50nm/50~100nme] F7

(170)& 34 tlo]

<20>

I

Hr

A

A

T, HebE, EFvE, JA,

¥l

o

R

)

—_L
=

i WA, 7]19(110) e

|

<21>

o
Hlo

ox

i
A

aa

jozel

‘_.@.O

o

olo

(170) Aol o]

<22>
<23>

F . o714

300nm2]

EYAAE JES AASE &

T 3L
- X

Fh
g8 #4AF3170)

=

o] -,

<24>

F=-(150)

A=

=
-+
=1
=

L

.

Gl

tlo] 2. =9 2=(160)

9ovl, vk

20~200im} o] B}

=
-

ekl

[}

L

L

oF Inm A 400nme] 7=
Atole] o] AA

o

.

<25>
<26>

K

el

%1 (180)

1

=R
ol

1

(170) 9]

e

27>

7_3]
s}

(170) gl

e (180) Abol] ]

=18
h

1

H
=4

. 737

A

A}
(170)2] ©]

W E1(180)°] 20mm W gkel A, o

Al

e (180) Atelo] o]F

o

=

1313
l

s, 1

PCB 7]3(190)

3

p
L

T N

it
)

JE1asis
-1 71

|

o

7

BN

)

73l

=
=

Apole] ol AAEI7E 200m

FAR

i, =HE(180) 9]

|

F=(150) 7

(150) 3} &&= 7] ¢

=

=1
15~20um ZFA 22 100~400nm

=(160)

L
=

o
)
ok

=3
ok
-

=1
=
[e)
=

ol =0l

=(160)

[e]
=]

o o

wE5A=5(170)

-7 %S dE(180)

g thol e =

GaN

=
R

u}

1KV

o}

e
=1
=

=13

A7}

% 3a WA = 3bE

k9] -700V

[<)

<28>
<29>
<30>
<31>

[N

X
A

el

vie)

i
o

jozel

~
‘_.@O

[N

o

"

=(170)¢

A 5]

<32>

No

B

o7t Q171

=
=

g g7lsh 2ol

p
L

1513
=

o]



10-2009-0075317

5

=

=

H

e
=)

(170) %02 WA dze] Hol o= vie] wur) HAw),

<33>

o) o
N ®
s °
el
mm ojn
W R M
z o
o W eyl ﬂr
£s 3
B Y
i o A
_~ 0
‘Iﬂ _Ao . Lf
T x 5 =
S o P w
N a0 -
£ YT
. g
iy wo o o %omloWr
o i o m F oE
¢ B a % 10w
W i 2o o
H] / B T T X
- oo X
© I A
00 o S i % Ao of
oy = M o}ﬁ_ i TR N
Jy A 2} ‘umo ‘OI (e} [ (@]
© 2T s T F s 8§FE
N oo W 2
) = B ow T, N
WH.wO o @W %o et E__H Mo @
ZL - Et )AE —
ke B =
G T T o= O
HoES T 7 oy = M
o I A
® T Z T XA
= e B < X o ol o
o o GUNTRNNEY A
T M G -
oy = ol B3 o
e o ‘Nﬂ ‘Nﬂ HE ‘Nﬂ HE
o Ny BT s B oo No No
T ogngenm N E BT 4 To i
T —_h WL wow = o wa !
= ,@Je W 0SS N o) Mo ms N B Wwo _L,cu 4qr
0 ~ i
T 2% Teowoe kTN TT *
s NN TR N - B
e o o A- .._ H H H H Vi — — — —
A AN A AN JAN JAN JAN A JAN JAN
<t Ug) O ©~ [ele) N S — o o
o o o o o o < < < <
\Y Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv

-

7
Vi

-

140

/l/ 150

160
170

i

/o

N\




ZIHS3d 10-2009-0075317

k
:
[\

140
[ §| // 150
/) g4 /A
// //;//// /
130 s s |
Tk e b 5 l/- //;I
V/ 7 /;
NN Z
G-) \\ \\\\\ N N
/“{ NN N \\
-
20— | 0] O
L g /// /// 0 s ///, e o
110—F |/ AL,

0.10

0.05 +

-1KV EDS
0.00

Current(A)

-0.05 - -700V EDS =

-0.10 +

Voltage(V)



10-2009-0075317

NS4

e
=)

EW3p

|

]
| |
| |

-500V~-2KV EDS

0.10 |-

1
.
<

0.08 -
0.06 -
0.02 -

(@]

(y)a1nn

0.00 |-

10

-10

Voltage(V)



	문서
	서지사항
	요 약
	대 표 도
	특허청구의 범위
	명 세 서
	발명의 상세한 설명
	기 술 분 야
	배 경 기 술
	발명의 내용
	해결 하고자하는 과제
	과제 해결수단
	효 과

	발명의 실시를 위한 구체적인 내용

	도면의 간단한 설명

	도면
	도면1
	도면2
	도면3a
	도면3b




문서
서지사항 1
요 약 1
대 표 도 1
특허청구의 범위 2
명 세 서 2
 발명의 상세한 설명 2
  기 술 분 야 2
  배 경 기 술 2
  발명의 내용 3
   해결 하고자하는 과제 3
   과제 해결수단 3
   효 과 3
  발명의 실시를 위한 구체적인 내용 3
 도면의 간단한 설명 5
도면 5
 도면1 5
 도면2 6
 도면3a 6
 도면3b 7
